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1A 线性锂电池充电管理芯片 
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元器件选型 
 

符号 描述 要求 数量 
CIN 输入稳压电容 105 贴片电容 1 

CBAT 输出稳压电容 106 贴片电容 1 
RIN 热分担电阻 1206 或更大封装，对发热无要求可不接或短接 1 

RIREF 电流设置电阻 1% 精密贴片电阻，不接默认约 500mA 充电 1 

R1/R2/RNTC 电池工作温度配置电阻 R1/R2 宜选用 1% 精密电阻 3 
R3 LED 灯电流配置电阻 R3 宜选用 1k 电阻 1 

 

特性 

 可配置充电电流高至 1A 

 5V USB 口直接输入 

 充满电压 4.2V 精度 ±50mV 

 内置防倒灌，输入不在时仅从电池消耗 0.5 μA 

 涓流、恒流和恒压充电自动切换，符合充电规范 

 芯片过热保护 

 充电状态双灯指示 

 支持电池温度 NTC 检测并保护 

 芯片采用 ESOP-8 封装 

概述 

SUM4056B 是一款线性充电管理芯片，集成涓

流、恒流、恒压三段式线性充电管理，符合锂电池充电

规范。充电输入可直接从 USB 口取电，充电电流高

至1A，可通过片外电阻配置。 

SUM4056B 集成防倒灌电路，输入电压拔出、甚

至短路后自动切断电池回流芯片的电流通路，此时仅

从电池消耗最大 0.5 μA功耗。芯片还集成充电状态双

灯指示，可配置为充电时点亮红灯，充满后点亮绿灯。 

SUM4056B。还集成恒温充电，即在芯片温度和

充电电流之间折中，有效保护芯片免于过热损坏。同

时芯片支持电池温度 NTC 检测，电池温度检测点外

部可调节，当温度处于允许的充电温度区间外时，关

停充电。 
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订购信息 

型号 封装 订购编号 包装 

SUM4056B ESOP-8 SUM4056BES8 Tape and Reel, 4000 

 

引脚配置 
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引脚定义 

序号 符号 描述 

1 TEMP 电池温度检测输入 

2 IREF 充电电流配置电阻连接脚 

3 GND 地 

4 VIN 充电输入电源 

5 BAT 充电输出，即电池端 

6 STDBY 充满待机时输出低 

7 CHRG 充电时输出低 

8 EN 充电使能输入 

9 EP 散热片（内部悬空） 
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极限参数 
超过下述极限会导致芯片永久损坏。 

符号 参数 最小 最大 单位 

VPIN 
VIN 端口 GND - 0.3 GND + 7.0 V 

其它端口 GND - 0.3 VIN + 0.3 V 
TJ 结温范围 -40 +125 °C 

TSTG 存储温度范围 -55 +150 °C 

θJA 热阻 60 °C/W 

ESD 
HBM ±4000 V 

CDM ±2000 V 
Latch Up ±200 V 

推荐工作范围 
超过下述工作范围，芯片性能会降低。 

符号 参数 最小 最大 单位 
VIN 充电输入电压 4.5 5.5 V 
IBAT 充电电流  1.0 A 
TA 工作环境温度 -40 +85 °C 
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电气特性 
未特殊指定时的条件为 VIN = 5V, TA = 25°C. 

符号 参数 条件 最小 典型 最大 单位 

VIN 充电输入工作电压  4.5 5.0 6.0 V 

IIN 充电输入功耗 

充电时，RIREF = 10kΩ  200  μA 

充满待机时  100  μA 

EN 下拉关停时,VIN = 5V  100  μA 

VFLOAT 浮充电压  -50mV 4.20 +50mV V 

IBAT 电池端口电流 

充电时，RIREF = 10kΩ -13% 105 +13% mA 

充电时，RIREF = 1kΩ -8% 1050 +8% mA 

充满待机时 0 -10  μA 

VIN 拔除停机时 Vbat = 3.8V  -1  μA 

VTRKL 
涓流充电阈值 RIREF = 10kΩ, VBAT 上升时测得 2.8 2.9 3.0 V 

迟滞 RIREF = 10kΩ, VBAT 下降时测得  0.15  V 

ITRKL 涓流充电电流 
RIREF = 10kΩ, VBAT = 2.6V  12  mA 

RIREF = 1kΩ, VBAT = 2.6V  120  mA 

VUV 
输入欠压阈值 VIN 上升时测得 3.2 3.5 3.7 V 

迟滞 VIN 下降时测得，和上升的压差  0.30  V 

VMSD IREF 输入停机阈值 IREF 上升时测得  VIN - 1.0  V 

VASD 
VIN-VBAT 启动阈值 VBAT = 3.7V，VIN 上升时测得  150  mV 

VIN-VBAT 关停阈值 VBAT = 3.7V，VIN 下降时测得  50  mV 

ITERM 终止充电电流阈值 
RIREF = 10kΩ  10  mA 

RIREF = 1kΩ  100  mA 

VRECHG 电池下降后复充阈值 VFLOAT - VRECHG  150  mV 

TCC 芯片过温保护阈值 过温降低电流  120  °C 

tRECHG 复充滤波时间   2000  μs 

tTERM 终止充电滤波时间   2000  μs 

VEN 
EN 脚使能阈值 VEN 上升时测得  1.1  V 

EN 脚关停阈值迟滞 VEN 上升、下降的压差  100  mV 
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功能框图 
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功能描述 

SUM4056B 是一款线性充电管理芯片，集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理，符合锂电池充电规

格。充电输入可直接从 USB 口取电，充电电流高至 1A，可通过片外电阻配置。 
   

芯片使能  

SUM4056B 的 EN 用于芯片使能控制，将 EN 外部

上拉到 VIN 或浮空，芯片处于使能状态, EN 内部集成 

100nA 上拉电流源；将 EN 下拉到地，关停芯片。 

SUM4056B 还可以通过将 IREF 脚外部上拉到 VIN 来

关停充电。 

充电电流设置 

SUM4056B 的充电可通过外部电阻配置，如下图 1, 

图 2。充电电流公式为：IBAT = 1000 / RIREF。 

SUM4056B
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Figure 1. 充电电流设置 1 

IREF 脚浮空时，充电电流关闭。 
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Figure 2. 充电电流设置 2 

RREF = NA，IBAT = OFF 



                                                          SUM4056B 

6                 CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. 
  (and designs) are registered trademarks of SUMSEMI Corporation. 

Copyright SUMSEMI Corporation. All Rights Reserved. 
All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. 

www.sumsemi.com. 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

充电状态指示 

SUM4056B 支持双灯指示充电状态，如下图，红灯接

于CHRG 脚用于指示充电状态，绿灯接于 STDBY 用于

指示充满状态。 
 

状态 CHRG 灯 STDBY 灯 
充电 亮 灭 
充满 灭 亮 

输入欠压 灭 灭 

SUM4056B

Green

Red

VIN

CHRG
STDBY

BAT

 

Figure 3. 充电状态指示灯设置 

 

充电电流与热限制 

SUM4056B 内置了热限制，用于保护芯片免于过热损

坏。这也意味着充电电流未必是公式 IBAT = 1000 / RIREF 设

置的值，当芯片温度达到 120 度时，充电电流将受制于温

度，而非上述公式。 

此时可通过在输入通路上串接一个小电阻来分担散

热，进而提高充电电流。换言之，在有热限制发生时，在

输入通路上串接一个电阻反而可以提高充电电流。需要注

意串接的电阻的功率等级必须达标。 

该电阻的取值，由于跟实际 PCB 散热能力等相关，需

根据实测选取。 
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Figure 4. 充电状态指示灯设置 
 
 

USB 热插拔 

SUM4056B 在充电输入接入或快速断开时，比如

USB 热插拔时，其 VIN 引脚会看到振铃电压，该电压可能

远高于芯片承受能力而使芯片损坏。为了抑制此类振铃电

压，如下图，输入电容宜选用电解电容，或者贴片电容串

接一个小电阻。 

在更恶劣的环境下，比如不稳定的适配器等，上述配

置仍存在风险时，宜在输入对地放置一个稳压管，或 TVS

防浪涌器件。 
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Figure 5. 提高热插拔可靠性 

 

电池温度监测 

SUM4056B 通过 TEMP 脚配合外部 NTC 电阻检测

电池温度，当电池温度不在范围内时停止充电，TEMP 脚

浮空或接地时无此功能。 

如下图，SUM4056B 内部将 TEMP 脚电压分别与

40%VIN 和 80%VIN 比较，若 TEMP 电压低于前者或高

于后者都将停止充电，低对应电池温度过高，高对应电池

温度过低。 

允许电池充电的温度区间可通过 NTC 电阻以及 R1, 

R2 灵活设定。 

SUM4056B

VIN BAT

TEMP

R1

R2

RNTC

 

Figure 6. 电池充电温度设置 
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充电规范 

SUM4056B 符合如下图的涓流、恒流和恒压充电规

范，保证可循环电池寿命和充电安全。 

 

Figure 7. 三段式充电标准 
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封装尺寸图 
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Symbol Dimensions In Millimeters 

Min Max 
A 1.350 1.700 

A1 0.000 0.100 
A2 1.350 1.550 
b 0.330 0.510 
c 0.170 0.250 
D 4.700 5.100 
D1 3.202 3.402 
E 5.800 6.200 

E1 3.800 4.000 
E2 2.313 2.513 
e 1.270BSC 
L 0.400 1.270 
θ 0° 8° 

 

V 1.2 


